
５年間の研究の流れ）メモリデバイスグループ：超高密度光メモリデバイス材料の開発

Ｈ９ Ｈ１０ Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４

フェーズⅠ（ ～ ） フェーズⅡ（ ～ ） フェーズⅢ（ ～H09.11 H12.03 H12.04 H14.11 H14.11

薄膜光応答材料の開発（１） 薄膜光応答材料の開発（２）

ＩＳＴ研究開発事業
近接場利用光記録の研究（１） 近接場利用光記録の研究（２）

高耐久性有機光応答材料の開発（１） 高耐久性有機光応答材料の開発（２）



５年間の研究の流れ （高分子／液晶）複合膜グループ： 高分子／液晶）複合膜に関する研究） （

（高分子／液晶）複合膜の材料・機能に関する研究

Ｈ９ Ｈ１０ Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４

フェーズⅠ（ ～ ） フェーズⅡ（ ～ ） フェーズⅢ（ ～H09.11 H12.03 H12.04 H14.11 H14.11

ノーマルモード表示膜（１） ノーマルモード表示膜（２）

液晶物質（１） 液晶物質（２） 県共同研究事業

高分子材料（１） 高分子材料（２）

リバースモード調光膜（１） リバースモード調光膜（２）

メモリ膜（１） メモリ膜（２）

大面積フレキシブル表示膜の製作プロセスの開発

Ｈ９ Ｈ１０ Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４

フェーズⅠ（ ～ ） フェーズⅡ（ ～ ） フェーズⅢ（ ～H09.11 H12.03 H12.04 H14.11 H14.11

複合膜の新規作成方法（１） 大面積フレキシブル表示膜（２）

県共同研究事業



５年間の研究の流れ）無機フォトニクスグループ：光機能性無機材料の開発

Ｈ９ Ｈ１０ Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４

フェーズⅠ（ ～ ） フェーズⅡ（ ～ ） フェーズⅢ（ ～H09.11 H12.03 H12.04 H14.11 H14.11

【光機能性無機材料開発設計指針の確立】

光機能性無機材料開発設計指針の確立（１） 光機能性無機材料開発設計指針の確立（２）

【光機能性ガラス材料の開発】

薄膜型光導波路の開発（１）

光ファイバー材料の開発（１） 光ファイバー電流センサーの開発（２）

企業
極紫外用光学部材の開発（１） 極紫外用光学部材の開発（２）

イオンドープガラスの開発（２） 大学

【光機能性セラミックス材料の開発】

新規蓄光・蛍光材料の開発（１） 新規蓄光・蛍光材料の開発（２）

大学
透光性セラミックス材料の開発（１） 透光性セラミックス材料の開発（２）

企業



５年間の研究の流れ）集積型レーザーグループ：集積型可変波長レーザーの開発

Ｈ９ Ｈ１０ Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４

フェーズⅠ（ ～ ） フェーズⅡ（ ～ ） フェーズⅢ（ ～H09.11 H12.03 H12.04 H14.11 H14.11

無機結晶光学薄膜の育成と集積型可変波長
レーザーへの応用に関する研究（１）

有機薄膜を用いた分布帰還集積型可変波長 有機薄膜を用いた分布帰還集積型可変波長
レーザーの開発（１） レーザーの開発（２）

ＩＳＴ研究開発事業



５年間の研究の流れ）デバイス実装グループ：機能性のデバイス応用とデバイス製造・評価装置の開発

・ダイヤモンド系薄膜を用いた電界放出ディスプレイの開発

Ｈ９ Ｈ１０ Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４

フェーズⅠ（ ～ ） フェーズⅡ（ ～ ） フェーズⅢ（ ～H09.11 H12.03 H12.04 H14.11 H14.11

ＦＥ計測解析装置の開発

光機能性薄膜表面構造の評価

電子放出薄膜の表面構造評価（１） 電子放出薄膜の表面構造評価（２）

薄膜の電子放出機構の検討

ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ系薄膜を用いたＦＥＤの開発

透明導電性薄膜作製技術の開発

ダイヤモンド薄膜の電気的評価

光機能性薄膜の構造評価および電子物性評価技術

電子放出薄膜の構造評価の研究

光記憶デバイス用レーザーダイオードの研究開発

光機能性薄膜の低温成長および電子物性評価技術

ＤＬＣ薄膜の電界放出素子への応用研究

ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ系薄膜を用いたＦＥＤの開発

光デバイス用微細薄膜作製技術の研究 企業

導電性ＤＬＣ薄膜・保護膜の開発

薄膜表面電子物性評価

「次世代高精細ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ向け電界放出素子の 「次世代高精細ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ向け電界放出

ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ 評価 （１） 素子のｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ評 価（２）」
の



チタン酸バリウム薄膜の開発

Ｈ９ Ｈ１０ Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４

フェーズⅠ（ ～ ） フェーズⅡ（ ～ ） フェーズⅢ（ ～H09.11 H12.03 H12.04 H14.11 H14.11

酸化物系薄膜の形成と機能に関する研究

ｿﾞﾙ－ ｹﾞﾙによるＢＴＯ薄膜の形成に関する研究

ＢＴＯ薄膜の開発 ミリ波導波路への応用

県共同研究事業

非接触電極検査装置の開発

Ｈ９ Ｈ１０ Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４

フェーズⅠ（ ～ ） フェーズⅡ（ ～ ） フェーズⅢ（ ～H09.11 H12.03 H12.04 H14.11 H14.11

オープンショートテスターの開発

非接触電極検査装置の開発

走査型プローブ顕微鏡を用いた局所的紫外・Ｘ線光電子分光技術の開発

Ｈ９ Ｈ１０ Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４

フェーズⅠ（ ～ ） フェーズⅡ（ ～ ） フェーズⅢ（ ～H09.11 H12.03 H12.04 H14.11 H14.11

紫外・Ｘ線光電子ナノプローブ顕微鏡の開発

「走査型プローブ・・・分光技術の開発 （１） 「走査型プローブ・・・分光技術の開発 （２）」 」

産総研



委託試験

Ｈ９ Ｈ１０ Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４

フェーズⅠ（ ～ ） フェーズⅡ（ ～ ） フェーズⅢ（ ～H09.11 H12.03 H12.04 H14.11 H14.11

パネル基板用マーキング装置の開発 ㈱安川電機 企業による実用化（ ）

半田ボール電極実装技術の開発（上野精機㈱） 企業による実用化

新型プローブカードの開発（武田産業㈱） 企業による実用化

企業による高製品化研究開発






